
概要

特長
■ 車載対応品 (AEC-Q100 Grade2)
■ 高耐圧
■ 過電圧検知機能
■ 高精度検出
■ 低消費電流
■ ヒステリシス電圧選択可能(0.1V∼5.0V)

主な仕様
■ 電源電圧絶対最大定格 ： -0.3V ∼ 40V
■ 動作電圧 ： 2.7V ∼ 20V
■ 動作周囲温度 ： -40℃ ～ 105℃
■ 検出電圧 ： 5.0V ∼ 10.0V (0.1V step)
■ 検出電圧精度 ： ±2% (Ta=-40∼ 105℃)
■ ヒステリシス電圧 ： 0.1V ∼ 5.0V 
■ 過電圧検出電圧 ： 16V ∼ 20V
■ 過電圧検出電圧精度 ： ±4% (Ta=-40∼ 105℃)
■ 消費電流 ： Typ. 3.0uA (VDD=3.3V, VS1=VS2=16V)
■ 出力形式 ： PVT1C1: CMOS

PVT1C2: Open drain
■ 出力論理 ： PVT1CxA: Ch1 Active L / Ch2 Active L
■ 付加機能 ： センス分離

パッケージ 用途
■ SOT-26B ■ 車載用バッテリーの電圧監視

車載対応 過電圧検知付き高耐圧2chリセットIC

PVT1Cx シリーズ
 本ICは、カーバッテリーの電圧監視に最適な40V耐圧の過電圧検知付き2ch電圧検知ICです。
電圧検出精度は温度変動を含めて±2%で、出力形態はCMOS出力とNchオープンドレイン出力が選択可能です。
消費電流は、3.0μA(typ.)で動作し、動作温度範囲は-40～105℃となっております。

■ 本リーフレットに記載の会社名・社名ロゴ・商品名・製品名・サービス名等は、各社・各団体の商標または登録商標です。

■ 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。

ミネベアミツミ 半導体

https://product.minebeamitsumi.com/product/category/ics/ 戦略技術部 tel :046-230-3470

ミツミ電機株式会社
半導体事業部
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機種名

ブロック図
■ PST1C1 (CMOS出力) ■ PST1C2 (Nch オープンドレイン出力)

P V T 1

(D) ランク管理番号

～

NC

(C) (D) (E) (F) (G)

(G) 梱包仕様2 / 環境仕様 H

(C) リセット検出時 出力論理
C
D

R収納(標準)
エンボステープ /  ハロゲンフリー

R HX X X X

A
B

01

N
梱包仕様1(F)

(E) パッケージ
R

CH1:L出力 / CH2:L出力
CH1:L出力 / CH2:H出力
CH1:H出力 / CH2:L出力
CH1:H出力 / CH2:H出力

SOT-26B

2桁英数字の通し番号
・CH1,CH2検出電圧設定範囲：5V∼10V
・CH1,CH2ヒステリシス電圧設定範囲：0.1V∼5.0V
・CH1過電圧検出電圧設定範囲：16V∼20V
・CH1過電圧ヒステリシス電圧設定範囲：0.5V∼1.0V

シリーズ名 (A) (B)

(A) 機能 C
1

2chシステムリセット

(B) 遅延機能 / 出力形式
遅延機能なし / CMOS出力

2 遅延機能なし / Nch オープンドレイン出力
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ピン配置 / 端子説明
■ SOT-26B

GND

3 VS1 CH1用センス端子

2 OUT2 CH2用出力端子

1 VS2 CH2用センス端子

電源端子

5

4 VDD

機能

CH1用出力端子

GND端子

端子 No.

6

端子名称

OUT1

Top view
1 2 3

6 45
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絶対最大定格

電源電圧
VS1端子電圧
VS2端子電圧
OUT1端子電圧

OUT2端子電圧

OUT1端子出力電流
OUT2端子出力電流
保存温度
許容損失

推奨動作範囲

動作周囲温度
動作電圧

電気的特性
(特記なき場合 Ta=-40∼105°C、Typ.の値は、VDD=3.3V、Ta=25°C)

CH1 検出電圧 VDD=3.3V, VS1:H→L

CH1 ヒステリシス電圧 VDD=3.3V
ΔVTH1=VRE1-VTH1

CH1 解除電圧 VDD=3.3V, VS1:L→H

CH1 過電圧検出電圧 VDD=3.3V, VS1=L→H

CH1 過電圧ヒステリシス電圧 VDD=3.3V
ΔVov=Vovr-Vovf

CH1 過電圧解除電圧 VDD=3.3V, VS1=H→L

CH2 検出電圧 VDD=3.3V, VS2:H→L

CH2 ヒステリシス電圧 VDD=3.3V
ΔVTH2=VRE2-VTH2

CH2 解除電圧 VDD=3.3V, VS2:L→H

VTH1
VTH1×0.98

VRE1

項目 Min.条件記号

ΔVTH1
≧1.0V

VTH1×0.98
+

ΔVTH1×0.9

VTH1×0.98
+

ΔVTH1-0.1

-

Vovr
Vovr×0.96

ΔVTH1

Typ. Max. 単位 測定回路

V

-55 150 ℃
- 150 mW

V

-0.3 VDD+0.3 V

- 20 mA
IOUT2
Tstg
Pd1

項目 Min.
-0.3
-0.3 40

40-0.3

mA

VDD 40 V
Max. 単位記号

VS1
VS2

V

項目 Min. Max. 単位
-40 105 ℃

VOUT1

VOUT2

IOUT1

記号
Topr
Vop

-0.3

2.7 20

- 20

VDD+0.3

V

VTH1 VTH1×1.02 V A

ΔVTH1 - V A

VTH1
+

ΔVTH1
V A

VTH1
+

ΔVTH1

VTH1×1.02
+

ΔVTH1+0.1
V A

Vovf

VTH2

V A

ΔVov
- ΔVov - V A

Vovr Vovr×1.04

Vovr×0.96
+

ΔVov-0.1

Vovr
+

Δvov

Vovr×1.04
+

Δvov+0.1
V A

VTH2×0.98 VTH2 VTH2×1.02 V A

ΔVTH1
<1.0V

ΔVTH2
<1.0V
ΔVTH2
≧1.0V

- ΔVTH2 - V A

VTH2×0.98
+

ΔVTH2-0.1

VTH2
+

ΔVTH2

VTH2×1.02
+

ΔVTH2+0.1
V A

VTH1×1.02
+

ΔVTH1×1.1

VTH2×0.98
+

ΔVTH2×0.9

VTH2
+

ΔVTH2

VTH2×1.02
+

ΔVTH2×1.1
V A

ΔVTH2

VRE2

VOUT2 -0.3 40 V

PVT1C1
PVT1C2
PVT1C1
PVT1C2

VOUT1 -0.3 40 V
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電気的特性
(特記なき場合 Ta=-40∼105°C *Note1、Typ.の値は、VDD=3.3V、Ta=25°C)

消費電流 VDD=3.3V, VS1=16V, VS2=16V

CH1 Nch出力電流 VDD=3.3V
VS1=0V, VOUT1=0.5V
VDD=3.3V
VS1=16V, VOUT1=0.5V

CH2 Nch出力電流 VDD=3.3V
VS2=0V, VOUT2=0.5V
VDD=3.3V
VS2=16V, VOUT2=0.5V

CH1 Pch出力電流 VDD=3.3V
VS1=16V, VOUT2=2.8V
VDD=3.3V
VS1=0V, VOUT2=2.8V

CH2 Pch出力電流 VDD=3.3V
VS2=16V, VOUT2=2.8V
VDD=3.3V
VS2=0V, VOUT2=2.8V

CH1 出力電流リーク電流 VDD=20V
VS1=20V, VOUT1=20V
VDD=20V
VS1=0V, VOUT1=20V

CH2 出力電流リーク電流 VDD=20V
VS2=20V, VOUT2=20V
VDD=20V
VS2=0V, VOUT2=20V

CH1 検出伝達遅延時間 VDD=3.3V
VS1=13V→0V

CH2 検出伝達遅延時間 VDD=3.3V
VS2=13V→0V

CH1 解除伝達遅延時間 VDD=3.3V
VS1=0V→13V

CH2 解除伝達遅延時間 VDD=3.3V
VS2=0V→13V

VS1端子抵抗値 VDD=3.3V
VS1=14V

VS2端子抵抗値 VDD=3.3V
VS2=14V

記号 条件 Min.

5

1

1

1

10

TdHLC1

TdHLC2
1

項目

D

- 150 μs D

- 200 μs

- 200 μs D

- 150 μs D

- 100 MΩ E

- 100 MΩ E

IDD
- 3 6 μA B

mA C

Typ. Max. 単位 測定回路

ION1 PVT1CxA
PST1CxB 0.1 1 - mA C

PVT1CxC
PST1CxD 0.1 1 -

0.1 0.4 - mA C

ION2 PVT1CxA
PST1CxC 0.1 1 - mA C

PVT1CxB
PST1CxD 0.1 1 - mA C

IOP1 PVT1C1A
PST1C1B 0.1 0.4 - mA

- 2

C

PVT1C1C
PST1C1D 0.1 0.4 - mA C

IOP2 PVT1C1A
PST1C1C 0.1 0.4 - mA C

PVT1C1B
PST1C1D

uA C

PVT1C2C
PST1C2D - - 2 uA C

ILEAK2 PVT1C2A
PST1C2C - - 2 uA C

PVT1C2B
PST1C2D - - 2 uA C

TdLHC1

TdLHC2

RVS1

RVS2

ILEAK1 PVT1C2A
PST1C2B -
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測定回路図

A

B

C

D

E

PST1C1 (CMOS出力) PST1C2 (Nch オープンドレイン出力)

A
IDD

VDD
OUT1VS1

GNDVDD VS1
OUT2VS2

VS2

VDD
OUT1VS1

GNDVDD VS1
V

OUT2VS2
VS2

V

VDD
OUT1VS1

GND

A

ION1 

VS1 VS2VDD
OUT2VS2 A

IOP1
ION2 

IOP1

VDD
OUT1VS1

GNDVDD VS1
V

OUT2VS2
VS2

V

VDD
OUT1VS1

GNDVDD VS1
OUT2VS2

VS2

A

IVS2

A

IVS1

VDD
OUT1VS1

GNDVDD VS1

10kΩ

3.3VV

OUT2VS2
VS2

V

10kΩ

VDD
OUT1VS1

GNDVDD VS1

10kΩ

3.3VV

OUT2VS2
VS2

V

10kΩ

A
IDD

VDD
OUT1VS1

GNDVDD VS1
OUT2VS2

VS2

VDD
OUT1VS1

GND

A

ION1 

VS1 VS2VDD
OUT2VS2 A

IOP1
ION2 

IOP1

VDD
OUT1VS1

GNDVDD VS1
OUT2VS2

VS2

A

IVS2

A

IVS1
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タイミングチャート
■ PST1C1A
 　ch1 検出時L出力 / ch2 検出時L出力

VDD端子

VS1端子

VS2端子

OUT1端子

VTH1+ΔVTH1
VTH1

VTH2+ΔVTH2
VTH2

Vovr
Vovf

Over
voltage

OUT2端子

TdHLC2

TdHLC1

推奨動作電圧 2.7V以上
Operating voltage 2.7V or higher

TdHLC1

TdHLC2

※1～6
   VDDが2.7V以下で、OUT1、OUT2端子が不定となることがあります。
   When VDD falls, the OUT1 and OUT2 pins may be undefined at 2.7V or less.

※ 1 ※ 2 ※ 3

※ 4
※ 5 ※ 6

Over
voltage
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タイミングチャート
■ PST1C2D
 　ch1 検出時H出力 / ch2 検出時H出力

VDD端子

VS1端子

VS2端子

OUT1端子

VDET+ΔVTH
VDET

VTH2+ΔVTH2
VTH2

OVER+ΔVTH
OVER

OVER OVER

OUT2端子

TdHLC2

TdHLC1

推奨動作電圧 2.7V以上
Operating voltage 2.7V or higher

TdHLC1

TdHLC2

※1～6
   VDDが2.7V以下で、OUT1、OUT2端子が不定となることがあります。
   When VDD falls, the OUT1 and OUT2 pins may be undefined at 2.7V or less.

※ 2 ※ 3

※ 4
※ 5 ※ 6
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応用回路例
■ PST1C1 (CMOS出力) ■ PST1C2 (Nch オープンドレイン出力)

注意事項
1. 応用回路例は、セット動作を保証するものではありません。実際のセットにて、十分評価をして下さい。

2. 本回路の使用に際し、弊社または第三者の工業所有権ほか、権利に係わる問題が発生した場合、
弊社はその責を負うものではありません。また実施権の許諾を行うものではありません。

3. バッテリー電圧が印加される端子（例：VS1、VS2）には、サージ、過電圧対策として、バリスタなどの
ESD対策素子を外付け接続することを推奨します。
マイナスサージ時には、リセット出力が誤出力する場合がありますので、セット回路の要求仕様に応じて、
外付け部品による対策をご検討下さい。

4. VDD起動時に、伝達遅延時間の間、出力が不定になることがあります。VDDが2.7Vを越えてから、
検出/解除伝達遅延時間の間、出力にウェイトを設定することを推奨します。
VDD端子を立下げていき、推奨動作電圧2.7V以下になると、OUT1、OUT2端子が不定となることがあります。

5. PVT1xx（SOT-26B)の隣接端子間には、パッケージ、ICのランドの影響により、最大で0.2pFの端子間容量が発生します。
PVT1xxシリーズは、VS端子-OUT端子が隣接しているため、VS端子電圧が急峻に変化した場合、
端子間容量の影響で、OUT端子にオーバー/アンダーシュートが発生します。
実際のセットでは、上述の端子間容量以外にも、OUT端子に寄生容量が発生する場合があります。
その場合は、急峻に変動するノードから距離を離し、グラウンドのシールドを入れる等の対策を検討下さい。

VDD

OUT1VS1

GND

VS1

VDD

CPU / MPU
RESET1

OUT2VS2 RESET2
VS2

VDD

OUT1VS1

GND

VS1

VDD

CPU / MPU
RESET1

OUT2VS2 RESET2
VS2

※1、2 マイナスサージ時の電流制限抵抗

※1

※2

※1

※2
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特性例 PVT1C1A01N : VTH1=6.2V, ΔVTH1=0.5V, VTH2=5.9V, ΔVTH2=0.5V

■ CH1 reset voltage - VS1 ■ CH2 reset voltage - VS2

■ CH1 reset voltage -VDD ■ CH2 reset voltage -VDD

■ Supply current - VDD ■ Supply current - Temperature

*上記特性は代表値を表します。
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特性例 PVT1C1A01N : VTH1=6.2V, ΔVTH1=0.5V, VTH2=5.9V, ΔVTH2=0.5V

■ CH1 reset voltage - Temperature ■ CH1 hysteresis voltage - Temperature

■ CH1 over  voltage rising - Temperature ■ CH1 over voltage hysteresis voltage - Temperature

■ CH2 reset voltage - Temperature ■ CH2 hysteresis voltage - Temperature

*上記特性は代表値を表します。
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特性例 PVT1C1A01N : VTH1=6.2V, ΔVTH1=0.5V, VTH2=5.9V, ΔVTH2=0.5V

■ CH1 Nch output current - Temperature ■ CH2 Nch output current - Temperature

■ CH1 Pch output current - Temperature ■ CH2 Pch output current - Temperature

■ VS1 pin resistance - Temperature ■ VS2 pin resistance - Temperature

*上記特性は代表値を表します。
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特性例 PVT1C1A01N : VTH1=6.2V, ΔVTH1=0.5V, VTH2=5.9V, ΔVTH2=0.5V

■ CH1 reset transfer delay time - Temperature ■ CH2 reset transfer delay time - Temperature

■ CH1 release transfer delay time - Temperature ■ CH2 release transfer delay time - Temperature

*上記特性は代表値を表します。

0

50

100

150

-50 -25 0 25 50 75 100 125

Td
H

LC
1 

[μ
s]

Ta [°C]

0

50

100

150

-50 -25 0 25 50 75 100 125

Td
H

LC
2 

[μ
s]

Ta [°C]

0

50

100

150

-50 -25 0 25 50 75 100 125

Td
LH

C1
 [μ

s]

Ta [°C]

0

50

100

150

-50 -25 0 25 50 75 100 125

Td
LH

C2
 [μ
s]

Ta [°C]

VDD=3.3V, VS2=13→0VVDD=3.3V, VS1=13→0V

VDD=3.3V, VS2=0→13VVDD=3.3V, VS1=0→13V

Jul, 2024 Rev.0

13


